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Дислокационные сетки, формирующиеся на интерфейсе сращиваемых кремниевых пластин, вызывают большой практический интерес ввиду целого ряда приложений для современной микроэлектронной промышленности, среди которых особое место занимает применение дислокационной люминесценция (ДЛ) для беспроводной передачи данных в будущих поколениях процессоров [1]. Традиционно выделяют четыре основные характеристические полосы ДЛ, обозначаемые D1, D2, D3, D4 [2]. Наибольший интерес для электроники представляет полоса D1 (~0,8 эВ), сохраняющая достаточно высокую интенсивность даже при комнатной температуре [3]. Тем не менее, природа D1 люминесценции не установлена полностью, несмотря на многочисленные исследования последних более чем тридцати лет. Одной из ключевых проблем для понимания природы D1 полосы ДЛ и оценки эффективности излучателя на основе сращенных пластин остается установление прямого соответствия между энергетическими уровнями ловушек носителей, обнаруживаемых методами емкостной спектроскопии глубоких уровней (DLTS, MCTS), и энергией оптических переходов, определяемой из спектров люминесценции.
Недавно нами был предложен новый подход к решению этой задачи, основанный на обнаруженном эффекте люминесценции, стимулированной заполнением электрическими импульсами энергетических уровней дислокационной сетки, помещенной в область пространственного заряда диода Шоттки (Pulsed-TREL) [4]. Мы показали, что только мелкие уровни с энергетическим положением около Ec ‑0,1 эВ и Ev +0,1 эВ участвуют в переходах, ответственных за D1 полосу ДЛ. Предложена модель, объясняющая механизм D1-люминесценции через мелкие уровни, учитывающая кулоновское взаимодействие локализованных на них носителей.
В настоящей работе мы анализируем зависимость интенсивности излучения D1 ДЛ от длительности временного интервала между заполняющими импульсами в эксперименте Pulsed-TREL для определения постоянной времени излучательной рекомбинации D1 для оценки эффективности излучателя, основанного на сращенных кремниевых пластинах.
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